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Kirjallista materiaalia ja muistiipanoja saa pitai esilld. Samoin tavallisia ja ohjelmoitavia laskimia.
Loy tan NOo SS A \(\NBV & 0 Qe

1. Erééssa herkin RF-esivahvistimen sisaltavassa kytkenndssa 50 Q:n mikroliuskajohtoa kiytetiin
signaalitiend. Mikroliuskajohtoon on kytketty esivahvistinta suojaamaan ns. ESD-suoja (ESD =
electrostatic discharge, sihkostaattinen purkaus), joka on toteutettu oikosuljetulla A/4-stubilla. Sen

)< toimintaperiaate on seuraava. ESD:n tehospekiri on pafiosin signaalitaajuuden alapuolella ja stubi toimii
ndiden taajuuksien kannalta lahes oikosulkuna, jolloin esivahvistimelle tuleva kipiniteho jii pieneksi.
Stubin ominaisimpedanssi on 100 Q. Mikroliuska on hivillist4 ja siind eteneva teho vaimenee-or 0.1
dB/A. a) Kuinka suurta rinnakkaisvastusta ESD-suoja vastaa? b) Paittele a-kohdan perusteella, /
aiheuttaako ESD-suoja tassg tapauksessa merkittddvaa vaimennusta RF signaalille? £/ vaimenna. |
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2. a) Taydenné kuvan osoitindiagrammia (kokonais-) jannitteelld 73, kun generaattorin taajuus vaihtelee

vililla 0 ... v,/I, missé v, on vaihenopeus johdolla. Toisin sanoen hahmottele ura, jota-osoittimen V(- — —
kirki kulkee, kun taajuutta pyyhkaistain riittiviin laajalla alueella. Jos tehtidva tuntuu liian vaikealta,

)< ~ piirrd ¥Vi-osoitin ainakin jollain valitsemallasi taajuudella. b) Ilmoita jénnitteet itseisarvon |V;] svurin ja
pienin arvo.
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X 3. Kuorman admittanssi on ¥; = 0.5 mS + jwC, missi C= 0.5 pF ja @=27(1 GHz). Se sovitettiin
J P

"paremman puutteessa” 50 ohmiin sovitetulla 3 desibelin resistiiviselld vaimentimella. Paljonko saatiin
muunnetuksi kuormaimpedanssiksi Z;. = ofotelloonn Y=pPoct Movankegeina
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4. Frain yhteislihdekytketyn HFET-transistorin sisdinmenon heijastuskerroin oli 0.96 £ -30°, tietyll 1-£0
P taajuudella, tictyssa toimintapisteessi ja tietylld kuormapiirilla. Tehtiin seuraavat kokeet. 1) Transistoriin
- syotettiin RF tehoa samaisella taajuudella generaattorista, jonka sisdinen impedanssi oli 50 Q.

T “Traﬂlstomﬁahtopuoleﬂa oh%aade&am:%oﬂawoﬁumaha transistorin ndkeméad kuormaa niin,
ettdl transistorin ja kuorman vililla ei ollut epasovitusta. Kuormaan saatava teho mitattiin. 2) Sitten
kytkettiin myds generaattorin ja transistorin véliin viritin ja eliminoitiin heijastukset niinikéén
tulopuolelta. Lahtdpuolen sovitus tarkistettiin kohdalleen ja mitattiin kuormaan saatava teho. Kuinka

paljon enemman tai vihemman tehoa saatiin jalkimmaisessa tapauksessa kuormaan?
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